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１．概要（Summary） 
 Ge はシリコンフォトニクスにおける受発光デバイス材料

として有効である。Si ウエハ上の Ge エピタキシャル層に

は、4 %の大きな格子定数差により、109 cm-2程度の貫通

転位が存在し、デバイス動作の妨げとなる。貫通転位を低

減するプロセスとして、高温(>800 ˚C)熱処理が有効であ

るが、Si 基板からの Si 拡散の他、不純物の拡散により急

峻な pin 接合が崩れ、デバイス特性が劣化する。本研究

では近赤外レーザーを用いた Ge の選択アニールを検討

している。熱処理時間を従来の熱処理(電気炉等)に比べ

て短縮できる特長がある。これまでに、レーザーアニール

処理を施した Si 上 Ge 層を用いて pin フォトダイオードを

作製し、評価を進めてきた。成長直後の Si 上 Ge 層にレ

ーザーアニールを施したフォトダイオードでは暗電流低減

を確認できた(図省略)。今年度は、pin 構造を形成済み

の Si 上 Ge層をレーザーアニール処理し、電気的特性の

評価を行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

8 インチ汎用スパッタ装置、光リソグラフィ装置 MA-6 
【実験方法】 

武田先端知クリーンルーム2に設置の超高真空化学気

相堆積装置を用い、p+-Si 基板上に Ge を 600 ˚Cs で結

晶成長した。ウエハの洗浄にはクリーンドラフトを用

いた。スパッタ装置により表面に SiO2 を堆積した。武田

先端知クリーンルーム 1 に設置されているスピンコータお

よびマスクアライナを用いたフォトリソグラフィーにより、

SiO2を部分的に開口した。開口部への P イオン注入によ

り Ge 層上部にｎ型領域を部分的に形成し、pin 構造とし

た。その後、Ge 層をレーザーアニール処理した。さらに、

クリーンルーム 2 に設置のスパッタ装置および上記マスク

アライナを用いて TiN を成膜・パターニングした。Fig. 1
のような pin ダイオードに対して、リーク電流およびけ

る受光特性の評価を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 2 に、作製した Ge-pin ダイオードの典型的な電流

-電圧特性を示す。逆方向電圧１V で暗電流密度は、レー

ザーアニールのない場合は約 70 mA/cm2であったが、レ

ーザーアニールを施すと約 40 mA/cm2に減少した。一方、

受光特性にはレーザーアニールの有無で変化が見られ

ず、プロセスの有効性を確認した(図省略)。 

 
Fig. 1. Typical optical microscope image for Ge PD. 

 

 
Fig. 2. Typical I-V characteristics for Ge-PD. 
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